


световых волн на объемной отражательной го­

лограмме, формируемой по схеме Ю.Н. Дени­

сюка [8-15]. Одним из возможных приложений 

объемных голограмм в фоторефрактивных кри­

сталлах является лазерная интерферометрия 

[1-7, 11, 14-17]. 

Лазерные интерферометры преобразуют фазо­

вую модуляцию света в модуляцию интенсивно­

сти, что позволяет с высокой точностью измерять 

механические колебания поверхностей, отража­

ющих или рассеивающих световые пучки. Пре­

дельная чувствительность классического интер­

ферометра к амплитуде измеряемых вибраций 

ограничена дробовыми шумами фотодетектора 

и оценивается в работе [18] как 10-15 м/Гц112 при 

использовании лазера с длиной волны 633 нм и 

мощностью 1 мВт. Однако в реальных устрой­

ствах высокая чувствительность имеет и отрица­

тельную сторону, подвергая интерферометриче­

скую измерительную систему сильному влиянию 

условий окружающей среды (температуры, меха­

нических вибраций, давления и др.). :Кроме того, 

в классических интерферометрических схемах 

для обеспечения линейной зависимости сигнала 

фотодетектора от амплитуды измеряемых коле­

баний необходимо поддерживать постоянным ба­

зовый фазовый сдвиг между сигнальной и опор­

ной волнами. 

Предложение об использовании фотореф­

рактивных голограмм для интерферометри­

ческого преобразования фазовой модуляции в 

амплитудную, сделанное авторами статьи [19], 

получило развитие в многочисленных работах 

(см., например, [1-7, 11, 14-17]). Динамиче­

ский характер голограмм в фоторефрактивных 

кристаллах, имеющих конечное быстродей­

ствие при их перезаписи, позволяет осуществить 

адаптивную обработку нестационарных картин 

светового поля в лазерных интерферометрах, 

обеспечивая как эффективную фазовую демоду­

ляцию, так и компенсацию низкочастотной мо­

дуляции, вызванной медленным дрейфом внеш­

них условий. Встречное взаимодействие волн, 

при котором за счет диффузионного механизма 

в таких кристаллах формируются эффективные 

отражательные голограммы в отсутствие прило­

женных внешних электрических полей [8-1 7], 

является привлекательным для адаптивной ла­

зерной интерферометрии. 

Интерференционная картина, создаваемая 

световыми волнами в фоторефрактивной среде 

при двухволновом взаимодействии, вызыва­

ет перераспределение зарядов по дефектным 

центрам, приводящее к формированию неодно-
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родного электрического поля, амплитуда напря­

женности которого может достигать значений 

1 кВ/см и более [1, 3]. Важной особенностью отра­

жательных объемных голограмм, записываемых 

при взаимодействии волн видимой области спек­

тра, является малый пространственный период, 

составляющий около 100 нм [1, 3, 15-17]. Такие 

отражательные голограммы с высокой простран­

ственной частотой характеризуются градиентами 

электрической напряженности, которые могут 

достигать гигантских значений, составляющих 

ТВ/м2
• Вследствие обратного флексоэлектриче­

ского эффекта, проявляющего себя через воз­

никновение в среде упругих деформаций (упру­

гих напряжений), пропорциональных градиенту 

электрической поляризации (электрической на­

пряженности) [20-22], возможно возникновение 

в кристалле заметных упругих деформаций, вно­

сящих благодаря фотоупругому эффекту допол­

нительный вклад в фоторефрактивный отклик 

среды. Впервые такой вклад обратного флексоэ­

лектрического эффекта в фоторефрактивный от­

клик был обнаружен в кристалле Bi
12 

TiO
20

:Cu,Fe 

с использованием интерферометрического ме­

тода, основанного на преобразовании фазовой 

модуляции в амплитудную при встречном взаи­

модействии световых пучков на отражательной 

голограмме непосредственно в образце среза (100) 

данного кристалла [23]. 

В настоящей работе рассмотрены физические 

принципы взаимодействия двух встречных све­

товых волн на динамической отражательной 

решетке, формируемой по схеме Денисюка 

в фоторефрактивных кристаллах за счет диффу­

зионного механизма переноса заряда. Описаны 

принципы голографической интерферометрии 

при таком встречном взаимодействии. Рассмо­

трены распределения поля пространственного 

заряда фоторефрактивной решетки, формируе­

мой за счет диффузионного механизма и её упру­

гих полей, индуцированных вследствие обрат­

ного флексоэлектрического эффекта. В статье 

приведены соотношения для выходной интен­

сивности в голографическом интерферометре, 

основанном на взаимодействии двух пучков на 

отражательных решетках в образцах Х-среза 

фоторефрактивных кристаллов, относящихся 

к классам симметрии 23, 43m, 42m, 422, 622, 

222 и 3m. Представлены также результаты экс­

периментов по взаимодействию двух световых 

пучков с длиной волны 633 нм на отражатель­

ных голограммах в кристалле Bi
12 

Ti0
20

:Ni среза 

(100), позволившие оценить значение его флек­

соэлектрического коэффициента f 11• 
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